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(54) Zpisob zhotoveni kfemikového teréiku
bezproudovym chemickym pokovenim

(57) Reseni spadd do oblasti vyroby vidi-
konu opatfeného z jedné strany systémem fo-
todiod prekrytych mozaikou vzdjemné& odizo-
lovanych ostravkid polovodivé vrstvy, vytvo-
fenych zpravidla z polykrystalického kfe-
miku. Problém obtiZného nastavovéni speci-
fického odporu ostravkl, pokud jsou zhotove-
ny z nékterych polovodivych materidlt jako
je polykrystalicky nebo amorfinni kfemik, je
feSen tim, Ze polovodivd vrstva je prekryta
kovovou vrstvou Ni ostrivkd bezproudovym
chemickym pokovenim v ldzni o sloZeni:

38 g/1 Ni(HZPUZ)Z . 6H,0, tj. fosfornan ni-
kelnaty, i

50 g/1 NH4C1, tj. chlorid amonny,

65 g/1 (NH4)3C6H507, tj. citran amonny,
6 g/l C2H2N2(CH2CDUH)4’ tj. etyledniamin-te-

traoctovd kyselina,
40 ml/1 25% NH40H, tj. 25% vodni roztok hy-

droxidu amonného, doplnénc do 1 litru desti-

lovanou vodou.
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Vyndlez se tyka zplGsobu zhotoveni kifemikového terdiku bezproudym chemickym pokove-
nim, opatfeného z jedné strany systémem fotodiod, pfekrytych mozaikou vzdjemné odizolova-
nych ostrovkd polovodivé vrstvy, vytvofenych zpravidla z polykrystalického kiemiku.

Nyngjsi zpusob zhotoveni kfemikového vidikonu s vétsi citlivosti dosahované techni-
kou systému fotodiod~piekrytych polovodivymi nebo vodivymi ostrivky, pouZzivd nékolika
provedeni téchto ostrdvkd. V pfislugné literatufe, napfiklad podle ¢&sl. autorského
osvédceni &. 241 850, &. 243 414, €. 243 413, jsou nékterd difivéjsi provedeni popsédna a
nékterd nové navrhovédna. Jde zde napifiklad o plazmatické vyleptdvani mozaiky ostravkd v
souvislé polovodivé vrsivé naneseného polykrystalického kfemiku. Nové navrhované zplsoby
zhotoveni, napfiklad ve vySe uvedenych vyndlezech, se tykaji napfiklad vyhodnych zpdsobd
lepténi i pouZivanych leptadel. Ddle jsou navrhovédny nékteré optimidlni materidly pro vy-
tvdreni ostrivkd, pfipadné kombinace materidlt, z nichZ jsou ostrivky sestaveny, napfi-
klad piekrytim polovodivého ostrivku vodivou vrstvou.

Existuji rovnéZ rtzné zplsoby bezproudového pokoveni, z nichZ nékteré lze pouzit téz
k pokoveni povrchu kiemiku. Uvedeny jsou napiiklad v ndsledujicich spisech: DOS 31 27 156,
EP 00 84 517, EP 00 &4 711, DE 28 03 147, DE 1201 651, US &4 474 838. Zadny z uvedenych
zplisobli pokoveni vdak nezaruduje poZadavek zachovéni ndsledné vysoké &istoty povrchu,
zvlédste pokud jde o neptipustnou kontaminaci povrchu kfemiku cizimi ionty, napfiklad ion-
ty alkalickych kovi. Uvedené zplsoby pokoveni rovnéZ nesleduji ndroky na geometrii nane-
sené vrstvy niklu. :

US 4 472 458 popisuje pokovovédni na zcela jiném principu. Pokovovdni se zde déje po-
moci redukce organokovovych slouenin. Tento zplsob rovnéZ nezaruéuje zachovdni poZadova-
né gistoty povrchu kiemiku, ani poZadavek geometrie vrstvy. TotéZ plati o zplsobu popsa-
ném v patentovém spisu US 4 927 393, kde redukce zprostiedkujici pokoveni probiha navicb

nepiijatelnym zplsobem, za souéinnosti k¥emiku, ktery se oxiduje na 5102.

Dosud uZivané zplsoby zhotoveni maji ov3em své nevyhody, spotivajici mapfiklad v
obti?né nastavitelném specifickém odport ostravktl, pokud jsou ostrlivky zhotoveny z nékte-
rych polovodivych materidld, treba polykrystalického €i amorfniho kfemiku. Tuto nevyhodu
lze odstranit tim, Ze ostrivky se zhotovi z vodivého materidlu, nebo kombinaci materidlu
vodivého a polovodivého. Zde je ovsem technologicky dost ndrocné, pomoci vhodné kombi-
nace nand3eni materidld, maskovéni a leptdni, docilit poZadované geometrie ostravkd,

mezer a podleptdni v mezerdch.

Shora uvedendé nedostatky odstranuje zp@isob zhotoveni kifemikového ter&iku bezprou-
dovym chemickym pokovenim, kdy se kfemikovd deska opatfi z jedné strany systémem foto-
diod ptekrytych kfemikovou vrstvou vzdjemné odisolovanych ostrivkd jednotlivych fotodiod,
dédle se kifemikovd @rstva ostravké piekryje kovovou vrstvou, jehoZ podstatou je, Ze kovo-
vd vrstva Ni ostravkd se nanese bezproudovym chemickym pokovenim v ldzni, obsahujic{

38 g/1 Ni(H2P02)2 . 6H,0, t3. fosfornan nikelnaty,

50 g/1 NH,C1, t3. chlorid amonny,

65 g/l (NH4)306H507, tj. citran amonny,

6 g/l C2H2N2(0H2C00H>A’ tj. etylendiamin-tetraoctovou kyselinu a

40 ml/1 25% NH4UH, tj. 25 % vodni roztok hydroxidu amonného, doplnéné do 1 litru desti-
lovanou vodou.

Vys8i Géinek zplsobu zhotoveni kiemikového ter&iku podle vyndlezu, ve srovndni s
niroénym zphsobem pouZivajicim maskovani, je spatfovdn jednak v jeho technologické
jednoduchosti, jednak v moZnosti pfesného nastaveni poZadované energie. Navic lze vhod-
nym nastavenim tloustky vrstvigky kovu docilit jak poZadovanou vodivost, tak zdroven i
dile?itou nejuzdi velikost mezer mezi ostrdvky i geometrii zaobleni stény ostravkd.

Pfednosti 14zné podle vyndlezu pied ostatnimi ldznémi je predev8im jeji schopnost
realizace poadované geometrie niklové vrstviéky ptekryvajici rovnomérné ostrivky polo-
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vodivé vrstvy a déle to, %e lazen obsahuje kromé nikelnatych kationtt vyhradng neskodné
amonné kationty, &imZ je vyloutena nepfipustnd kontaminace povrchu kifemiku.

Prikladem zptsobu zhotoveni kfemikového ter&iku typu vidikon podle vyndlezu miZe
byt zplsob uzivajici k ptekryti kiemikové vrstvy polovedikovych ostrivkd kovovou vrstvou
niklovaci 1dzné tohoto slozeni:

38 g/l Ni(H2P02)2 . 6H,0, tj. fosfornan nikelnaty,

50 g/1 NH,CL, tj. chlorid amonny,

65 g/1 (NH4)306H507, tj. citran amonny,

6 g/1 C2H2N2(CHZCDOH)4, tj. etylendiamin-tetraoctovéd kyselina a

40 ml/1 25% NH40H, tj. 25% vodni roztok hydroxidu amonného, doplnéno do 1 litru destilo-
vanou vodou.

Ktemikovy ter&ik se pfed pokovenim ponofi na dobu 1 minuty do 0,02% roztoku chlori-
du paladnatého a po oplachu destilovanou vodou se v niklovaci ldzni o teploté& 95 ¢ po-
" kovuje po dobu 4 minut pfi rychlosti nédrdstu vestvy 12 um/hod. Po vyjmuti z 14zné a opla-
chu destilovanou vodou se teréik ze strany fotodiod pfekryje piceinem a odleptd se piipad-
ny nikl z odvrdcené strany terciku.

Vyndlezu lze pouzit pfi vyrobé vidikond zhotovenych epitdzni technologii.

PREDM ET VYNALEZU

Zptsob zhotoveni kfemikového ter&iku bezproudovym chemickym pokovenim, kdy se kiemi-
kovéd deska opatfi z jedné strany systémem fotodiod ptekrytych kfemikovou vrstvou vzdje-
mné odizolovanych ostravk® jednotlivych fotodiod, déle se kfemikovd vrstva ostrivkd pfe-
kryje kovovou vrstvou, vyznateny tim, 2e kovovd vrstva Ni ostrlvkd se nanese bezproudo-
vym chemickym pokovenim v 1lézni, obsahujici
38 g/1 Ni(HZPUZ)2 . 6H20, tj. fosfornan nikelnaty,

50 g/l NH,C1, tj. chlorid amonny,

65 g/1 (NHA)BCGHSQ7’ tj. citran amonny,

6 9/1 CoHyN,(CH,CO0H), 43 etylendiamin-tetraoctovou kyselinu a

40 ml/1 25% NH40H, tj. 25% vodni roztok hydroxidu amenného, doplnéné do 1 litru destilo-
vanou vodou.



	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS

